1. Imties ir laikymo įrenginys sudarytas iš kondensatoriaus ir srovės šaltinio, kurių vienas iš polių – kontaktų yra sujungti su galvaniškai atskirtomis pirmąja ir antrąja „žemėmis“ – nulinio potencialo pirmąja ir antrąja šinomis, atitinkamai, o antrasis kondensatoriaus kontaktas yra sujungtas su pirmojo ir antrojo puslaidininkinių tetrodų emiteriais ir įrenginio informacijos nuskaitymo išėjimu, kurių kolektoriai yra sujungti su įrenginio informacijos įrašymo įėjimais, vienas iš kurių gali būti antruoju informacijos nuskaitymo išėjimų, o tetrodų bazių antrieji išvadai yra sujungti su antrąją „žeme“,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad yra papildomai įjungti du puslaidininkiniai tetrodai – trečiasis ir ketvirtasis, kurių kolektoriai yra sujungti su pirmojo ir antrojo tetrodų bazių pirmaisiais išvadais, atitinkamai, trečiojo ir ketvirtojo tetrodų emiteriai yra prijungti prie srovės šaltinio antrojo poliaus, kurių bazių antrieji išvadai yra sujungti su pirmąja „žeme“, o pirmieji išvadai – su įrenginio pirmuoju ir antruoju valdymo įėjimais, atitinkamai. 

2. Imties ir laikymo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad trečiojo ir ketvirtojo tetrodų bazių pirmieji išvadai yra sujungti tarpusavyje ir prijungti prie įrenginio valdymo įėjimo, o jų bazių antrieji išvadai yra prijungti prie papildomai įjungtų puslaidininkinių diodų – pirmojo ir antrojo, katodo bei anodo, atitinkamai, kurių anodas ir katodas, atitinkamai, yra sujungti su pirmąja „žeme“. 

3. Imties ir laikymo įrenginys,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad puslaidininkiniai tetrodai yra padaryti viename puslaidininkio kristale – integriniame luste, kur trečiojo ir ketvirtojo tetrodų, pvz. n+- laidumo emiteriai yra suformuoti pirmajame epitaksiniame n- laidumo sluoksnyje, kuriame yra suformuotas n+- laidumo sluoksnis, apjungiantis jų emiterius į bendrą kontaktą, o trečiojo ir ketvirtojo tetrodų bazės yra suformuotos antrajame p- laidumo epitaksiniame sluoksnyje, kur jų bazės yra elektriškai atskirtos izoliacine sritimi, kuri pilnai persmelkia antrąjį epitaksinį sluoksnį nuo jo paviršiaus iki pat, ir truputi gyliau, pirmojo epitaksinio sluoksnio, trečiojo ir ketvirtojo tetrodų bazių srityse yra suformuotos jų kolektorių sritys, kurios tuo pačiu yra ir pirmojo bei antrojo tetrodų bazių sritys, kur trečiojo ir ketvirtojo tetrodų kloektoriniai p-n perėjimai atitinka pirmojo ir antrojo tetrodų bazių pirmuosius kontaktus, o šių tetrodų bazių antrieji kontaktai yra suformuoti n+- laidumo atitinkamomis sritimis, padarytomis atitinkamuose jų bazių srityse, kur šiuose srityse taip pat yra suformuotos pirmojo bei antrojo tetrodų kolektorių-emiterių p+- laidumo sritys su atitinkamais kontaktais, ir ten pat trečiojo ir ketvirtojo tetrodų atitinkamose bazių srityse yra suformuoti bazių pirmieji bei antrieji išvadai su atitinkamais jų ominių kontaktų atitinkamomis p++- laidumo sritimis. 

